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Ф Ь - ъ ь  ' O S tQ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми досліджень. Сімейство металооксидних купратів 

HgBa2Can-iCun02n+2+s (НВССО або Hg-12(n-l)n, де п=1,2, 3 ...) є надзви­

чайно цікавим в науковому плані і перспективним з точки зору практич­
ного застосування. Стехіометричні і бездефектні НВССО є діелектри­

ками, які при заповненні кисневих позиції в площині HgOg виявляють 

металеві властивості, а при збільшенні концентрації дірок в шарі CuOi 

переходять в надпровідний стан. НВССО не тількі володіють найвищи 

ми на даний час температурами переходу з нормального в надпровідний 

стан (Tc= 97, 125 і 134К відповідно для Hg-1201, Hg-1212i Hg-1223), але і 

виявляють ряд специфічних властивостей як в нормальному, так і над­

провідному станах. Зокрема, вони характеризуються широкою областю 

легування дірками і значним зростанням Tc під дією тиску, яке май­

же вдвічі перевищує встановлене для полікристалів УВаїСшО?^ значен­

ня.

Структура ртутновмісних металооксидних купратів в основних рисах 

добре вивчена. Але незясованими залишаються питання впливу на 

електрофізичні і магнітні властивості дефектів заміщення Hjg на Cu і 

впровадження кисню в позицію 1/2 O O ртутної площини. Крім того, 

існують розбіжності в даних різних авторів, які пов’язані з наявністю 

леткого компонента Hg в структурі нових металооксидів. Практичне 

застосування НВССО стримується також відсутністю даних по деграда­

ції НВССО. Особливий характер будови площини (HgOs) з дефектною 

кисневою позицією свідчить про можливість формування змішаного ш а­

ру (Hgi-xMexOi-s), який може бути майже повністю окисленим, коли іони 

Hg заміщені на катіони з більшою валентнісгю. Це дозволить не тільки 

оптимізувати концентрацію дірок в Си0 2  площині і температуру 

переходу в надпровідний стан, але і підвищити стабільність НВССО.

Мета роботи. Метою даної роботи було вивчення впливу дефектів
заміщення катіонної підсистеми

юоти оуло вивчення впливу дефектів 

та впроваджені^. Q W iihV ' кисню на
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електрофізичні та магнітні властивості ргутновмісних металооксидних 
купратів, дослідження закономірностей в зміні намагніченості грану­
льованих полікристалів на їх основі.

При цьому вирішувались задачі : твердофазного синтезу власнодефек- 

гних ргутновмісних купратів (Hgi->Cu»)Ba2Cu04+s та дослідження впливу 

їх структурних дефектів на виникнення надпровідного переходу; впливу 

“хімічного стиснення" кристалічної гратки при частковому заміщенні 
катіонів Ba на Sr на її стабільність в нормальному стані і температуру 

переходу в надпровідний стан (Hgu *Pbo 2)(Ba2-ySry)C u04-s з у=0.1, 0 2 0 4; 

дослідження умов відпалу на електрофізичні і магнітні властивості полі­

кристалів (Hgo.sPbo.2>Ba2Ca2Cu50g+s; дослідження впливу гідростатичного 

тиску на зміну властивостей (HgusPbnz)-1223; вивчення особливостей 

зміни комплексної динамічної магнітної сприйнятливості Hg вміених 

купратів в залежності від температури і магнітних полів x=f(T,H a c 1H i x ' ) ;  

встановлення кореляцій між температурою переходу і потенціалами 
Маде іунга д ія  дірок в сполуках НВССО.

Для вирішення поставлених задач було: розроблено методику дослід­

ження структурних дефектів в HgrBM iCHiix металооксидних купраіах: 
виготовлено автоматизовану установку дпя вимірювання температурних 

і магніїопольових залежностей динамічної магнітної сприйнятливості та 
створено пакет програм для керування процесом вимірювання і обра­
хунку експериментальних даних; проведено вимірювання намагніченості 

полікристалічних зразків (ЩовРЬогШагСагСюОв** в температурному діа­

пазоні !50 к T £ 4К і магнітних полях до 12 Т.

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що внаслі­
док проведених досліджень;

- вперше отримана сполука (HgossCuo і7)ВагСиС)448 з почаїком переходу з 

парамагнітного в діамагнітний стан при Tons= 125К;

- показано, що в результаті твердофазного синтезу утворюються власно- 

дефектні тверді розчини (Hgi xCux)Ba2Cu04<s, в яких додаткове впровад­

ження кисню в позицію 1/2 0 0 кристалічної гратки обумовлено дефек­
тами заміщення Hg на Cu;
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- отримано тверді розчини (HgosPbo2)(Bai-xSr*)Cu04+g з "хімічним стис­

ненням" кристалічної гратки при частковому заміщенні катіонів Ba на Sr 

і стабілізацією фази Hg-1201 при 20% заміщенні Hg на Pb;

-для полікристалів (HgosPba2)Ba2Ca2CujOets виявлено область аномаль­

ного гістерезису магнітної сприйнятливості і густини струму, досліджено 
магнітопольові і температурні залежності коефіцієнту гармонік, за якими 

побудовано H-T діаграму стану;

-показано, що сила пінінгу магнітного потоку в полікристалах 

(Hg08Pbu 2)-1223 є вдвічі більшою, ніж в Bi- і Tl- металооксидних купра- 

тах, але в 1.5 рази меншою, ніж в полікристалах УВа2Сиз07-в;

- вперше для полікристалів (HgosPbo 2)-1223 спостерігалось збільшення 

густини критичного CTjJVMy в залежності від гідростатичного тиску;

- в рамках іонної моделі, для гомологічного ряду HgBa2Ca„.iCun02n+2+s 

(п=1,2,3) встановлена кореляція між температурою переходу з нормаль­

ного в надпровідний стан і різницею потенціалів Маделунга для дірок на 
позиціях іонів кисню в площинах (CuO2) і (BaO).

Практична цінність. Науково-ирактичне значення роботи полягає в 

тому, що отримані експериментальні результати і проведені розрахунки 
підтверджують виняткову роль структурних дефектів у формуванні над­

провідних властивостей в ртутьвмісних металоксидних купратах.

Crpyкгурні параметри отриманих сполук можуть буги використані при 

розрахунках густини електронних станів, а дані по стабільності і магніт­
ним властивостям - при практичному застосуванні.

Положення, що виносяться на захист.

1. Незвичайно велике значення Tons= 125К дім одношарової по CuO2 

сполуки (Hgog3Cuoi7)Ba2Cu04+5 пояснено збільшенням ступеня заселе­

ності позиції 1/2 0 0 в площині (HgOg) іонами кисню.

2. В результаті твердофазного синтезу утворюються власнодефектні 

тверді розчини (Hg].xCui)Ba2Cu04+8, в яких додаткове впровадження кис­

ню в позицію 1/2 0 0 кристалічної гратки обумовлено збільшенням 

кількості дефектів заміщення Hg на Cu.
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3. Одночасна заміна Hg на Pb і Ba на Sr стабілізує фазу Hg-1201 в 

сполуці (HgoePbo 2)(Bai-xSrx)CuO .

4. Побудова H-T фазової діаграми стану для полікристалів (Hg, Pb)-1223 

за температурною та магнітопольовою залежністю їх намагніченості.
5. Встановлення кореляції між температурою переходу в надпровідний 

стан і різницею потенціалів Маделунга для дірок на позиціях кисню 

апікального і в площині CuOz для ртутьвмісних металооксидних купра­
тів.

Апробація роботи. Результати досліджень доповідались на 13 міжна­

родних конференціях: III Всесоюзн. совещ. по ВТСП, Харьков, 15-19 

апреля 1991; Europ. W orkshop on HTSC single crystals Growth and Phy­

sical properties, Kharkow, 14-20 Oct. 1991; Intern, conference ICEC & ICMC- 

14, Kiev, 8-12 June 1992; Ukrainian-Franch Symp. Condensed Matter.: 

Scince & Industry, Lviv, 20-27 Febr. 1993; Ampere W orkshop on magnetic 

resonances and microwave absorption in the high-Tc supercond. materials, 

Poznan, 10-13 April 1994; VII Europhys.conf. on defects in insulating mater., 
EURODIM -94, Lion ,5-8 Jule 1994; Powderdiffraction and crystal chemistry, 

St. Petersburg, 20-23 June 1994; 4 Intern. Conf. "M2S-HTSC", Grenoble, 5-9 

Yuly 1994; VIII Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High 

Temperature Supercon-ductivity, L'viv, Sept 1995; Intern, workshop MSU- 

HTSC IV, Moskow, 7-12 Oct. 1995; VI Intern, conf. "Chemystry of inter- 

metalic compound", Lviv 26*28 Sept. 1995; Международ. конфер. СФА-95, 

Харьков, 25-28 Сент. 1995; международ. конфер. Материаловедеведение 

ВТСП, Харьков, 26-29 Сент. 1995.

Публікації. Основні результата опубліковані у 9 друкованих працях, 5 з 

яких у реферованих виданнях. Отримано одне авторське свідоцтво на 

винахід.

Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, пяти 

глав, висновків та списку цитованої літератури, викладених на 171 

сторінці, які включають 119 сторінок машинопису, 51 рисунок, 8 таблиць,

110 бібліографічних посилань.

Особистий внесок автора. Автором самостійно виконані експерименти, 

проведена інтерпретація отриманих результатів, сформульовані основні
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положення і висновки. Дослідження лід  гідростатичним тиском прово­

дились спільно з співавторами Донецького ФТІ HAH України, вимірю­

вання в великих магнітних полях - в Інституті фізики ПАН (м. Варшава).

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність геми дисертації, сформульовані 

мета і задачі роботи, наукова новизна, практична цінність результатів і 

положення, іцо виносяться на захист, коротко викладено зміст роботи по 

розділах.

Перша глава містить огляд робіт, присвячених вивченню впливу 
структурних дефектів на електрофізичні та магнітні властивості ртутно- 

вмісних металооксидних купратів. Підкреслюється, що стехіометричні 

бездефектні сполуки ртутного ряду є діелектриками, які набувають мета­

леві і надпровідні властивості лише при збільшенні концентрації дірок на 

CuO: площину, що пов’язують із збільшенням заповнення іонами кисню 

позиції 1/2 1/2 O в ртутній площині. Це відображається в зміні електро­

фізичних (інверсія знаку термо е р .с з від’ємного на додатній, зменшення 

електроопору) і магнітних (виникнення переходу від парамагнітного в 

діамагнітний стан) властивостей полікристалів НВССО. Проаналізовано 

зміну електромагнітних властивостей в залежності від температури, тиску 
і магнітних полів. Порівняно термодинамічні параметри сполук Hg-1201, 
Hg-1212 і Hg-1223.

В другій главі описано застосування рентгенівських методів для дос­
лідження дефекгів структури і деградації досліджуваних сполук. Під­

креслюються переваги розробленого безконтактного автоматизованого 

методу дослідження температурних і польових залежностей динамічної 
магнітної сприйнятливості для визначення електрофізичних параметрів 

з використанням гармонічного аналізу спектру електромагнітної хвилі, 

яка поглинається в полікристалічних зразках металооксидних KynpafiB, 

Приведено опис кріомагнітної частини установки, в якій для усунення 

температурного дреііфу, зменшення вібраційних шумів і наводок, а також 

збільшення амплітуди змінного магнітного поля використано систему 
коаксіально розташованих котушок і дюарів, заповнених рідким азотом.
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Для збільшення достовірності і одночасного вимірювання декількох'па­

раметрів виготовлено багатоканальний IBM сумісний модуль з АЦП, 

компаратором напруги і підсилювачем, опис якого наведено у додатку.

В третій главі в рамках іонної моделі показано, що існує кореляція 

між температурою переходу в надпровідний стан і різницею потенціалів 

Маделунга AVn-p для дірок на позиціях апікального Oa і кисню О,, в 

площині CuO;. При зміні в кристалічній гратці кількості CuO2 площин 

від п=1 до п=3 різниця потенціалів AYVp оптимально легованих ртутно- 

вмісних металооксидів лінійно зростає від 7.44 до 9.75 еВ, що корелює із 

збільшенням Tc від 95 до 133К. Перехід із нормального в надпровідний 

стан виникає в НцВагСиСЬ+й при 8 >0.05 внаслідок досягнення енергетич­

ним рівнем апікального кисню положення, при якому AV„.P=6.3 еВ. 

Збільшення ступеню занятості кисневих позицій (5) в HgOg площині і 

концентрації дірок (р) до значення 8=р=0. 15 на CuOi площину корелює із 

зростанням AVn p до 7.25 еВ , a Tc до 97К. З порівняння параболічних 

залежностей Тс(5) і Tc(AVa p) для Hg-1201 встановлено область легування 

дірками CuO2 площини Ap=Pm" -  рІ,Ш1= =2V97=0.203, що відповідає зміні 

Avap в межах 2 еВ. Виключна роль енергетичного положення іонів апі­

кального кисцю свідчить на користь моделей, за допомогою яких опи­
сується динаміка дірок введених в (CuO2) площину.

В четвертій главі наведено результати дослідження впливу дефектів 

заміщення катіонної підсистеми сполуки HgBa2CuO.*+  ̂ на її електрофізич­

ні властивості. За результатами рентгеноструктурного аналізу усі зразки 
безпосередньо після синтезу виявились власнодефектними з частковим 

заміщенням Hg на Cu. Збільшення дефектів по Hg і кисню в результаті 

короткотривалого додаткового відпалу при Т=600°С привело до отри­

мання сполуки складу (HgoajCuo n)Ba2C u O ^ , в якій заселеність позиції 

1/2 O O атомами кисню була вдвічі більшою, ніж в вихідному зразку. 

Різниця також спостерігалась в координаційних характеристиках 

статистичної суміші (Hgi.,Cux). В (HgowCuon)Ba2CuO ^s, крім позицій 

Іітомів 02 , які відповідають гантельному оточенню атомів Hg, заповненої
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на 78%, виявилась заповненою на 26% одна з можливих позицій впро­
вадження 1/2 0 0, яка забезпечує загальну октаедричну координацію при 

суміснііі присутності всіх атомів в позиції 0 0 0.221 в елементарній 

комірці. Найбільш реальною представляється гіпотетична модель, в якій 

позиції 1/2 0 0 заповнені атомами кисню лише тоді, коли відбувається за­

міщення атомів Hg на Cu Підтвердженням цього є значення віддалі між 
дефектом заміщення і дефектом впровадження 1.9376 А, яке характерне 

для звязку Cu-OI в плоско-квадратній координації площини СиОг. 

Наявність статистичних фрагментів з октаедричною координацією міді в 

доповнення до основних шарів квадратів СиОг, тобто наявність двох 
таких шарів в усередненій елементарній комірці, дозволяє пояснити під­

вищення Tc від 94К до І20К, яке характерне для двошарових по СиОг 

структур. Збільшення Tc в таких сполуках контролювалось двома неза­

лежними методами: за температурною залежністю динамічної магнітної 

сприйнятливості (перехід з парамагнітного в діамагнітний стан) і оптич­

ної генерації другої гармоніки.

'За зміною параметрів тонкої структури кристалітів при кімнатній 

температурі визначена стабільність фази (Hgi>s<<Cuo.ii)Ba2Cu04+8- Апрок­

симація часової залежності зміни профілю обраного рентгенівського пі­

ку добре описується кривою експоненційного розкладу, яка виходить на 

насичення ч:і 1! чіб і при подальшому експонуванні кристалітів на повітрі 

лишається незмінною на протязі 1 місяця. Показано, що стабільність 
фази Hg-1201 збільшується при заміщенні 20% Hg на Pb і 5% Ba на Sr. 

Температура переходу при цьому залишається майже оптимальною 

(93К), а перше критичне поле зростає до 150 Ое. При 20% заміщенні Ba, 

кількість фази Hg-1201 в зразках і Tc зменшуються.

П’ята глава присвячена вивченню макроскопічних властивостей полі­

кристалів, які представляють собою слабкозвя’зане середовище із гранул 

фази Hg-1223. В першій частині цієї глави показано, що заміщення 20% 

Hg на Pb стабілізує утворення високотемпераз'урної фази Hg-1223, СиОг 

площина якої є в перелегованому стані. Про це свідчить від’ємне значен­

ня термо е.р.с. в області температур 120-295К і низька температура пере-
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ходу в надпровідний стан Тс=І25К, які змінюються при послідовних 
відпалах в атмосфері кисню і аргону (див. рис. 1).

Р и с і. Температурні залежності гермо е.р.с. (а), питомого опору (б), 

дійсної частини динамічної сприйнятливості (в), коефіцієнту 

гармонік (г) для полікристалів (Hg.Pb)-!223 після синіезу (1) та 

послідовних відпалів в атмосфері 0¾ (2) і A r (3).
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В другій частині глави за температурною і магнітопольовою залеж- 

ністю динамічної магнітної сприйнятливості (див. рис.2 а і б) розрахо­
вано параметри стану фази (I Ig1Pb)-1223 і міжгранульного середовища, за 
якими побудовано діаграму магнітне поле - температура (див. рис 2 в). 

Закріплення магнітного потоку в (Hg1Pb)-1223 в порівнянні з іншими 

металооксидннми купратамн розраховано за лінією необоротності, яка 

побудована на рис.2 г в координатах (Н irr) - (І-Т/Т ігг). Сила пінінгу в 
полікристалах ртутновмісних купратів є вдвічі більшою ніж в Bi- 2223 і 

(Tl, Pb) - 1223, оскільки показник in в залежності (Н ігг)~(І-Т/Т ігг)т для 

(l lg.Pb)-1223 є вдвічі меншим.

Рис.2. Температурні залежності реальної (а) і уявної (б) частин дина­

мічної сприйнятливості в функції магнітного поля і H-T діаграма

станув) для (Hg, Pb)-1223; г) лінії необоротності.
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В другому підрозділі глави показано, що безпосереднє вимірювання 

часової залежності намагніченості в функції температури і магнітного 

поля може бути використано для побудови H-T фазової діаграми за змі­

ною коефіцієнта гармонік. При руйнуванні слабкозв'язаних струмових 

контурів магнітним полем або температурою випромінювання накопи­
ченої енергії відбувається на всіх частотах кратних основній, і тому 

сумарний внесок від всіх гармонік підвищує чутливість і достовірність у 

визначенні температури фазової когерентності.

В третьому підрозділі приведені дані по дослідженню температурних 

залежностей непарних гармонік намагніченості полікристалів (Hg1Pb)- 

1223. За залежністю непарних гармонік динамічної сприйнятлівості від 

магнітного поля визначена поведінка густини транспортного струму. 

Показано, що виникнення парамагнітного гістерезису в магнітопольових 

залежностях густини струму при H> Hcig визначається необоротною 

намагніченістю надпровідних гранул (див. рис.З.). Аномальний гісте­
резис густини струму в магнітному полі отримано також при вимірю­

ванні традиційним чотирьохзондовим методом. Густина транспортного 

•струму апроксимована залежністю:

jc(H) = jo /(l+ H /H *)р, (1)

де jo=jc(H=0), a P змінюється від 2 до 4 в залежності від максимально 

догягнутого в експерименті поля. Зростання струму під дією тиску з ' 

швидкістю dln(Jc)/dP= 0,2 кбар-' є вдвічі більшим ніж в YBCO купра- 

тах. Незалежність при цьому ширини переходу ДТС від тиску свідчить на 

користь покращення джозефсонівських контактів між іранулами. Оцінка 

нелінійного характеру залежності Tc(P) показала, що різке зростання Tc 

до 4 гП а може бути пояснено збільшенням концентрації дірок в CuO: 

площині. Густина внутрігранульного струму Jc була оцінена за гістере­

зисом намагніченості! і розрахована за моделлю Біна. Показано, що І- 

гранул (Hg1Pb)-1223 з середнім розміром зерна 10 мкм спадає при зміні 

темпе-ратури від 4 до ЗОК по експоненційному закону:

J с (T) = A(H) ехр(- Т/То), (2)

від З IO6 А/см 2 до 5 10 5 А/см 2 в полі 0.5 Т.
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Рис 3. Польові залежності першої гармоніки магнітної спийнятливості (а

і б), приведеної густини транспортного струму (в); залежність 

густини внутрігранульного струму від температури (г) для 
полікристала (HgosPbw)-1223

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

1.Додаткове заповнення кисневих позицій в металооксидному купраті 

HgBaiCuO4+? приводить до збільшення іонного заряду кристалічної 

гратки і різниці потенціалів Маделунга ДУа.Р для дірок на позиціях кисню 

апікального і в мідній площині, зростанню концентрації дірок в площині

із
*■»



СиОг та виникненню металевих властивостей при кімнатній температурі і 
надпровідних при Т<95К.
2. Показано, що існує кореляція між температурою переходу в надпро­

відний стан і різницею потенціалів Маделунга AVap. Із збільішенням 

CuO ' площин від п=І до п=3 в ртутному гомологічному ряді Hg-I2(n-I)n 

різниця потенціалів ДУіі-р лінійно зростає від 7.44 до 9.75еВ, що корелює 

із збільшенням Tc від 95 до 133К.

3. Збільшення кількості ртутних дефектів в (Hgi-.\Cux)Ba2CuO.«+s при за­

міщенні Hg на Cu сприяє заповненню іонами кисню позиції 1/2 0 0 в 

площині HgOs. При 17% заміщенні катіонів Hg на Cu отримано метало- 

оксидний кулрат (Hgo.uCuo i7)Ba2Cu04+s з початком переходу із парамаг­

нітного в діамагнітний сган при Twns= 125К.

4. Заміщення (до 5%) Ba на Sr та Hg на Pb (до 20% ) стабілізує фазу Hg- 

1201, збільшує перше критичне поле до 150 Oe при майже оптимальному 
(93К) значенні температури переходу.

5. Електрофізичні і магнітні властивості полікристалів з основною фазою 
Hg-1223 залежать від наявності макроскопічних дефектів із фаз нижчих 
гомологів ртутного ряду з Ii=I і 2 і ненадпровідної фази BaCuO:.

6. Встановлено, що в полікристалічних зразках з основною фазою 

(Hgo8Pb(^)Ba2C a2CujOgt s :

- густина транспортного струму зменшується в магнітному полі за 

законом j c=jo(1+H/H*)-p. де постійна складова Н* змінюється від 15 до 56 

Ge, а коефіцієнт р -  від 2.4 до 3.2 в залежності від величини захопленого 

магнітного потоку. Збільшення густини струму під тиском з швидкістю 
illn(Jc)/dP= 0.2 к б а р 1, що вдвічі більше ніж в YBCO купратах, і 

незалежність ширини переходу ДТС від тиску свідчать про покрашення 

джозефсонівських контактів між гранулами;

- густина критичного струму в надпровідних гранулах зменшується з 

температурою по експоненційному закону А(Н)ехр(-Т/Т„ ) від З IO6 А/см2 
(Т=4К) до 5 IO5 А/см2 (Т=30К) в полі Н=0,5Т і від 2 IO6 А/см2 до 2 10* 
А/см2 в полі 1Т.
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7. Наявність парних гармонік в спектрі Фур’є розкладу часової залеж­

ності намагніченості гранульованих полікристалів (Hgo.8Pbo.2)Ba2Ca2 

Cu3C W  пояснюється в рамках моделі контурних струмів, а аномальний 

гістерезис в залежності jc(H) - існуванням поверхневого бареру в грану­

лах. За температурною і польовою залежністю коефіцієнту гармонік 
намагніченості побудовано H-T діаграму стану і розраховано критичні 

параметри, які змінюються в межах: Hcij = 1-5 Oe1 Hc2j = 2-10 Oe, Hcig =50- 

-100 Oe в залежності від кількості макроскопічних дефектів.

8. Сила пінінгу магнітного потоку в (Hgo.8Pbo.2)BaiCa2Cu308+8, яка 

розрахованаза за лінією необоротності, є вдвічі більшою ніж в 

полікристалах Ві-2223і(Т1, Pb)- 1223, але в 1.5 рази меншою ніж в Y -123.
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9 scientific papers containing studies of the structure defects influence on the 
electrophysical and magnetic properties of the Hg-containing compounds HgBaiCa,,. 
іСипОз„+2+в • It is found that the increasing of the defects number such as sub­
stitution Hg by Cu in compounds (Hgi_xCux)Ba2Cu0 4 +$ series leads to the fulling of 
1 /2 0 0  positions in the HgOe plane by oxygen. It leads to the holies concentration 
changing and superconducting transition temperature increasing. Magnetization 
behaviour of polycrystals with (Hg,Pb)-1223 as a main phase in the static (to 12T) 
and alternative (to 20 Oe) magnetic fields in the temperature range from 4 to 150K 
was studied. In the framework of the ionic model the correlation between Madelung 
potentials difference for holies on the oxygen positions in the crystal frame of the 
Hg-containing compounds and the superconducting transition temperature was 
found.
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Мясоедов Ю .Н. Исследование влиянии дефектов на ел ек ірофитнческьс 
и магнитные свойства ртутьсодержащих мегалооксидных кунрагов.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-матешшш  
ческих наук по специальностям 01.04.10- физика полупроводников и 
диэлектриков, 01.04.13- физика металлов. Львовский государственный 
университет им. Ивана Франка, Львов, 1996.

Защищаются 9  научных работ, содержащих исследование влияния 
структурных дефектов на электрофизические и магнитные свойства сое­
динений ртутного гомологического ряда HgBa2C an iCun02n+2+8. Уста­
новлено, что увеличение количества дефектов замещения H g на C u в 
соединениях (Hgi xCux)B ajC uO ^6 CnocoecTByerT заполнению ионами 
кислорода позиции 1/2 О О в плоскости HgOg, что приводит к измене­
нию концентрации дырок в медной плоскости и увеличению темпе­
ратуры сверхпроводящего перехода. Изучено поведение намагниче- 
ности поликристаллов с основной фазой (Hg, РЬ)-1223 в постоянных 
(до 12Т) и переменных (до 20 Ое) магнитных поляг, при изменении 
температуры от 4 до 150К. В рамках ионной модели установлена кор­
реляция меиоду разностью потенциалов М аделунга для ды рок на пози­
циях кислорода в кристаллической решетке соединений ртутного рада 
и темпера п р о й  перехода в сверхпроводящее состояние.

Ключові слова: ртутновмісні металооксидні купрати, структурні 
дефекти, намагніченість, динамічна магнітна сприйнятливість, гратка
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